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Õàíñåí Ð. Ñ. Ôàçèðîâàííûå àíòåííûå ðåøåòêè.— Ìîñêâà: Òåõíîñôåðà, 
2012.

Â êíèãå приведен âñåñòîðîííèé àíàëèç îñîáåííîñòåé ïðî
åêòèðîâàíèÿ è èññëåäîâàíèÿ õàðàêòåðèñòèê ôàçèðîâàííûõ 
àíòåííûõ ðåøåòîê è âõîäÿùèõ â íèõ ñèñòåì. Îñîáîå çíà÷å
íèå ïðèäàåòñÿ ðàññìîòðåíèþ àëãîðèòìîâ, ïðèãîäíûõ äëÿ èñ
ïîëüçîâàíèÿ в ÏÊ. Пðåäñòàâëåíà также îáøèðíàÿ èíôîðìàöèÿ 
î ðàçëè÷íûõ òèïàõ àíòåííûõ óñòðîéñòâ ñ ýëåêòðîííûì óïðàâ
ëåíèåì ëó÷îì è âõîäÿùèõ â íèõ ôóíêöèîíàëüíûх ñèñòåìах. 
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà для íàó÷íûх ðàáîòíèêов è èíæåíåðов, 
çàíèìàþùèхñÿ èññëåäîâàíèÿìè è ðàçðàáîòêàìè ôàçèðîâàííûõ àíòåííûõ ðåøåòîê, 
à òàêæå àñïèðàíòов è ñòóäåíòов ñòàðøèõ êóðñîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèхñÿ â îáëàñòè 
àíòåíí è óñòðîéñòâ ÑÂ×. 
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ÑÂ×-ÒÅÕÍÈÊÀ

this fact can significantly affect the volume discharge calculated value, and hence the non-synchronization 
parameter, for those of its values, which are characteristic of the TWT with a phase velocity jump. In this 
paper, formulas has been obtained for computation of real and imaginary parts of the complex reduction 
coefficient for a cylindrical electrons beam with exponential variable amplitude of variable current component 
in the TWT. Influence of complex reduction coefficient on the parameters of the TWT operating in the linear 
mode is estimated. It is shown that taking into account the imaginary part of the reduction coefficient for 
linear operation of the TWT makes it possible to change the estimated amount of space charge 1.5 to 2 times, 
which in its turn has quite a strong effect on the formation of the initial conditions of the nonlinear mode and, 
subsequently, on the output characteristics of the TWT.

Keywords: complex reduction coefficient, cylindrical electron beam, variable current component, space charge, 
TWT.
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Гилмор-мл. А. С. Лампы с бегущей волной.— Ìîñêâà: Òåõíîñôåðà, 2013.

Книга основана на материалах лекций и семинаров по СВЧ-
лампам, которые автор многократно представлял в ведущих фир-
мах и университетах США. В ней сосредоточены базовые знания 
по теории и технике наиболее востребованного в течение многих, 
в том числе и последних десятилетий, прибора — лампы с бе-
гущей волной (ЛБВ). Книга написана доступным для широкого 
круга читателей и образным языком, методически сбалансиро-
вана. Широко используемые цитаты из работ известных специ-
алистов и обширная библиография способствуют более глубоко-
му восприятию излагаемого материала. Книга может быть полезна как для под-
готовки студентов старших курсов и аспирантов вузов, так и специалистов, заня-
тых разработкой и применением ЛБВ в различных областях радиоэлектроники. 
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Нанотехнологии в электронике. Вып. 2 / Под ред. Ю. А. Чаплыгина.— 
Ìîñêâà: Òåõíîñôåðà, 2013.

Настоящее издание — второй выпуск книги, вышедшей несколь-
ко лет назад. Каждую из частей книги представляет группа ав-
торов, активно развивающих данное направление в Националь-
ном исследовательском университете «МИЭТ». Коллектив авто-
ров старался осуществить частичную преемственность материа-
ла, содержащегося в первом выпуске, однако структура книги 
существенно изменилась: группировка статей по условным раз-
делам (теоретико-экспериментальные работы, методы исследо-
ваний, технологии, приборы и устройства) представляется более правильной с 
точки зрения понимания общего направления работ в МИЭТ. Каждая из работ 
представляет собой законченный научный труд обзорного или обобщающего ха-
рактера, либо является частью оригинальных исследований, полученных за по-
следние 3—5 лет.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈЧÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Розроблено технологію вирощування двосторонніх високовольтних кремнієвих p—i—n-структур мето-
дом рідиннофазної епітаксії в єдиному технологічному процесі. Електрофізичні параметри отриманих 
структур дозволяють виготовляти на їх основі високовольтні діоди.

Ключові слова: епітаксійний шар, рідиннофазова епітаксія, рідкоземельний елемент, легування.
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OBTAINING OF BILATERAL HIGH VOLTAGE EPITAXIAL  
p—i—n SI STRUCTURES BY LPE METHOD
Silicon p—i—n-structures are usually obtained using conventional diffusion method or liquid phase epitaxy 
(LPE). In both cases, the formation of p- and n-layers occurs in two stages. This technological approach 
is quite complex. Moreover, when forming bilateral high-voltage epitaxial layers, their parameters 
significantly deteriorate as a result of prolonged heat treatment of active high-resistivity layer. Besides, 
when using diffusion method, it is impossible to provide good reproducibility of the process. In this paper 
a technique of growing bilateral high-voltage silicon p—i—n-structures by LPE in a single process is 
proposed. The authors have obtained the optimum compounds of silicon-undersaturated molten solutions 
for highly doped (5•1018 cm–3) contact layers: 0.4—0.8 at. % aluminum in gallium melt for growing p-Si-
layers and 0.03—0.15 at. % ytterbium in tin melt for n-Si-layers. Parameters of such structures provide for 
manufacturing of high-voltage diodes on their basis. Such diodes can be used in navigational equipment, 
communication systems for household and special purposes, on-board power supply systems, radar systems, 
medical equipment, etc.

Key words: epitaxial layer, liquid-phase epitaxy, rare-earth element, dopping.
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Берлин Е. В., Сейдман Л. А. Получение тонких пленок реактивным маг-
нетронным распылением.— Ìîñêâà: Òåõíîñôåðà, 2014.

Книга представляет собой подробное справочное руководство по физическим осно-
вам, технологическим особенностям и практическому применению процесса реак-
тивного магнетронного нанесения тонких пленок сложного состава. Подробно опи-
саны физические процессы, протекающие во время реактивного магнетронного на-
несения, технологические особенности магнетронного нанесения. Особое внимание 
уделено способам управления процессами нанесения пленок, обеспечивающим ста-
бильность и воспроизводимость как самого процесса, так и свойств получаемых пле-
нок. Рассмотрены модификации процесса нанесения, различающиеся используемы-
ми источниками питания: постоянного тока, среднечастотных импульсов, импульсов 
большой мощности и высокочастотные. Даны практические рекомендации по осво-
ению известных и разработке новых процессов получения пленок сложного состава 
методом реактивного магнетронного распыления. 




